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L nASSONTO 



Su una piastrina che presents delle incisioni su una superficie. in un primo tempo 
viene steso un foglio di fotoresist negative che. per mezzo dl una esposizlone e di 
uno sviluppo. viene lasciato solamente ai di sopra delle incisioni; in un secondo 
tempo sul fotoresist negative viene applicato un fotoresist positive, che viene 
sottoposte ad esposizione e sviluppo per reaiizzare geometrie funzlonali 
depesitate a film sottile; successivamente il fotoresist positive viene asportate con 
un-operazione di lift off. ed il fotoresist negative viene asportate con 
un'operazione ai plasma, in modo da scoprire le incisioni. 




Classe internazionale: B41 J - 2/05 
Descrizione dell'invenzione industriale avente per titolo: 
"Metodo per ricoprire selettivamente una superficle microlavorata". 
a nome: OLIVETTI i-Jet S.p.A. dl nazionalite itallana e con sede in via 
Jervis, 77 - 10015 IVREA (TO). 
Inventori designati^ ^§'^'^fl5^'^'^^^NA Irma 

^^Positata ll: 2 0 0 2 "ft 0 0 0 7 9 S 

TESTO DELLA DESCRIZIONE 
Area tecnologica deirinvenzione - L'invenzione § relativa alia 
tecnologia mems 3D (mems: Micro Electro-Mechanical System), oppure 
alia tecnologia moems 3D (moems: Micro Optical Electro-Mechanical 
System), e pICi precisamente riguarda un metodo per stendere in modo 
uniforme un fotoresist su una piastrina avente una superficie 
accidentata, ad esempio per la presenza dl incisioni o incavi. 

Presupposti tecnici - In figura 1 viene rappresentata. come 
esempio non limitative di applicazione della tecnologia moems. una 
assonometria di un dispositive optoelettronico 10. integrate su una 
piastrina 51 che. come esempio non limitativo, pud essere di materiale 
semiconduttore. solitamente silicic. Sulla faccia superiore 11 della 
piastrina 51 sono ricavate deile incisioni 12. necessarie ad esempio 
per I'alloggiamento di fibre ottiche. Sulla stessa faccia superiore 1 1 si 
trovano anche del "pad" 52 su cui sono saldati dei componenti 
optoelettronici 53. e delle piazzole 54 necessarie a collegare il 
dispositive optoelettronico ad un circuito estemo non mostrato in 
figura. 
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Nella stessa figura 1 sono definiti gli assi x, y e z che danno i 
riferimenti tridimensionali deila piastrina 51. 

VIene ora descritto il processo di fabbricazione del dispositivo 
optoelettronico secondo una tecnica nota come "lift off' agli esperti 
nell'arte, che permette di reallzzare direttamente geometrle aventi 
divers! strati di metalli non reattivi. come ad esempio titanio, platino, 
oro, oppure permette la deposizlone selettiva di leghe di saldatura (ad 
esempio oro/stagno 80/20). oppure ia deposizione selettiva di material! 
non metallici. Si fa riferimento al diagramma di flusso di figura 2, 
llmitato ai passi necessari alia comprensione della presente 
invenzione. 

In un primo passo 70 § reso disponibile un "wafer" 66 su cui sono 
realizzate le piastrine 51 (figura 3). 

In un passo 71 , illustrate con I'ausilio di figura 4, sulle piastrine 51 
viene steso uno strato 61 di "lift off resist", ad esempio deila serie 
LOR® della Micro-Chem, avente ad esempio uno spessore compreso 
tra 0,5 e 6 ^m, come indicate nel particolare in sezione di figui-a 4 che 
interessa una zona priva di incisioni. II lift off resist viene applicato 
solitamente alio state fluido, per mezzo ad esempio di una centrifuga in 
un processo noto come "spinner coating". 

In un passo 72, sul lift off resist 61, viene steso uno strato 60 di 
fotoresist positive convenzienale, avente ad esempio uno spessore 
compreso tra 0,5 e 20 jxm, come Indicate nella stessa figura 4. Anche il 
fotoresist positive viene applicato sol itamente alio state fluido, per 
mezzo ad esempio dello spinner coating. 



Si indica con il numero 14 la superficie superiore dello strato 60 di 
fotoresist, sostanziaimente paraliela alia faccia 11 ed agli assi x, y. 

II fotoresist 6 definito "positivo" se, a partire da uno stato iniziale 
insolubile in un suo solvents di sviluppb. depolimerizza per effetto di 
una radlazione, ad esempio ultravioletta, diventando solubile. 

La tecnologia descritta, che utilizza lo strato 61 di lift off resist e Ip 
strato 60 di fotoresist positivo convenzionale, § denominata "bilayer". 

In un passo 74 (figura 5) viene effettuata I'esposizione del 
fotoresist alia radiazione ultravioletta UV per mezzo di una maschera 
13 dotata di finestre 122. II fotoresist, essendo positivo, depolimerizza 
nelle zone 26 corrispondenti alle finestre 122. e percid colpite dalla 
radiazione UV. mentre rimane insolubile nelle zone tenute in ombra 
dalle aree opaclie delta mascliera. 

In un successivo passo 75 viene sviluppato lo strato di fotoresist 60 
second© tecniche note le quali, per mezzo di un solvente, asportano il 
fotoresist solamente nelle zone 26 depolimerizzate dalla radiazione 
ultravioletta UV attraverso le finestre 122: vengono cosi ricavate delle 
cavity 64 delimitate da bordi 25 (figura 6). 

Lo stesso solvente scioglie il lift off resist 61 sottostante in misura 
maggiore rispetto al fotoresist 60, producendo cosi delle sottoincisioni 
22, la cui profondit^ § funzione del tempo di svlluppo. 

Esiste una prima alternativa, illustrata in figura 7, secondo la quale 
si realizza solamente lo strato monolayer di fotoreislst 60. Dopo lo 
sviluppo le cavity 64' risultano in tal caso delimitate da pareti 15. 



A causa di fenomeni di diffrazione e di rlflessione della radiazione 
UV, la depolimerizzazione dello strato di fotoresist 60 si estende, 
parallelamente al piano x-y, in misura maggiore in vicinanza deiia 
faccia 11 della piastrina, ed in misura minora in vicinanza della 
superficie 14 del fotoresist: le pareti 15 non risultano perci6 parallele 
all'asse z, ma presentano un sottosquadro p. positive secondo la 
convenzione di segno indicata in figura 7. Questa tecnologia 6 
denominata "monolayer", e risulta piD economica ma controllabile con 
molto minor precisione rispetto alia bilayer. 

Esiste anche una seconda alternativa monolayer, illustrata ancora 
con rausilio di figura 7, secondo la quale viene realizzato solamente lo 
strato di fotoresist 60, che viene poi trattato con un modificatore di 
superficie, ad esempio toluene, che rende la superficie superiore 14 
piCi resistente al solvente: in seguito alio sviluppo si producono cosi, 
nello stesso fotoresist 60, delle pareti 15 con sottoincisione o con un 
sottosquadro p positive piCi accentuate. Questa seconda alternativa 
presenta costi e controllabilit^i compresi tra quell! della prima 
alternativa monolayer e quelli della tecnologia bilayer. 

In un passo 76 viene effettuato un deposito sotto vuoto. ad 
esempio di un metallo, sulla superficie 14. dove questa 6 rimasta 
iniaita, e sulla faccia 11 dove questa e stata scoperta per effetto dello 
sviluppo descritto al passo 75. II deposito viene effettuato. ad esempio. 
per mezzo di un processo di "sputtering" o di "electron beam", entrambi 
noti. il cui risultato 6 un subassembly 23. Illustrate in figura 8. 



comprendente un prime strato depositato (62. 64) aderente alia faccia 



11. Che assume la geometria delle cavite 64 e risulta costituire I pad 52 
e le piazzole 54. ed un secondo strata depositato 16 aderente alia 
supeiflcie 14. Non si deposita Invece alcuno strata sulle sottoincisioni 
22. 

Anche adottando la tecnologia monolayer, non si deposita alcuno 
strato sulle pareti 15, grazie al soltosquadro positive p ed alle eventuali 
sottoincisioni. 

Questa separazione tra i due strati depositati e essenziale per le 
operazioni successive, ed 6 una prima ragione fondamentale per la 
scelta del fotoresist positive nella realizzazione dello strato 60: infatti 
non esiste in pratica alcuna possibilita di realizzare un bilayer con 
fotoresist negative, mentre. se venisse adottato un monolayer con 
fotoresist negative, il sottosquadro p risulterebbe negative secondo la 
convenzione di segno adottata, e le pareti della cavity verrebbero 
ricoperte dal deposito. 

Gli strati depositati 52. 54 e 16 pessono essere metallici, oppure 
costituiti da materiali non metallici. come ad esempio essidi, nitruri, 
carburi e simili. 

Se gli strati depositati 52. 54 e 16 seno costituiti da metalli, questi 
pessono essere. ad esempio. titanio, ore o platino. non reattivi, per 
realizzare i pad 52 o le piazzole 54, oppure una lega oro/stagno 80/20 
per realizzare saldature. Selitamente questa leghe vengone 
depositato, secondo una tecnologia nota. a strati altemi dei metalli 
componenti: i vari strati vengone realizzati con rapporti tra gli spessori 



atti a realizzare la giusta . composizione della lega. selitamente 



eutettica, e possono assumere uno spessore complessivo, ad 
esempio, fino a 5 ^m. 

In un passo 77, illustrate con I'ausilio di figura 9, vengono asportati 
io strato 60 di fotoresist positlvo e lo strato 61 di lift off resist per mezzo 
di un processo noto come "lift ofT agii esperti nell'arte. II subassembly 
23 viene. immerso in un solvente 26, ad esempio acetone, il quale, 
attraverso i bordi 25 e le sottoincisloni 22, liberi dallo strato depositato, 
penetra attraverso gli strati 60 e 61, e li scioglie. come indicate dalle 
frecce 21, eliminandoli completamente e liberando ii secondo strato 
depositato 16, che viene poi allontanato. 

L'operazione 6 facilitata da un'azione meccanica come, ad 
esempio, un lavaggio ad ultrasuoni, ed e attuabtle solamente su un 
fotoresist positive: questa e una seconda ragione fondamentale per la 
scelta del fotoresist positive per realizzare lo strato 60: se, al contrarie. 
veriisse adottato un fotoresist negative. I'operazierie di lift off non 
sarebbe realizzablle con le attuali tecnolegie. 

Nel caso si adotti la tecnologia monolayer, questo passo 77 viene 
effettuato in maniera analoga, poich6 il solvente puo penetrare 
attraverso le pareti 1 5, altrettanto libere dallo strato depositato. 

Al tennine del passe 77 il subassembly 23 risulta finite come in 
figura 10, dove § visibile la piastrina 51, un pad 52 ed una piazzeia 54. 

Questo processo presenta tuttavia alcuni problemi tecnici che era 
vengono descrittl. 

Quande su una faccia de lla piastrina 51 sono ricavate delle 
Incisioni 12, come indicate nelia sezione di figura 11, profonde ad 
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esempio qualche decina o centinaio di |Lim, necessarie ad esempio nei 
MOEMS per ralloggiamento di fibre ottiche, gli strati 60 e 61 si 
distribuiscono in modo hon uniforme a causa delle stesse incisiorii 12. 

Questo produce una insufficiente definizione delle figure da 
asportare durante I'esposizione e lo sviluppo, che rende praticamente 
inutilizzabile il processo. 

In particolare rincisione 12 pud raggiungere una profonditd D di 
qualclie centinaio di ^m. Inoltre, se la piastrina 51 e composta di silicio, 
rincisione 12 viene spesso ottenuta per mezzo di un attacco chimico 
che avanza secondo gli assi cristallografici del silicio, formando due 
pareti 20 che fonnano un angolo a = 54,7° rispetto all'asse x: la 
larghezza W deirincisione risulta percio: 



W = 2 D / tan a 

Se ad esempio rincisione interessa la met^ circa dello spessbre di 




un wafer da 625 )x.m, essa raggiunge una profondita D di circa 300 jxm; 
in tal caso risulta W = 425 ^m, larghezza che rende assai gravi le 
irregolarlta suddette. 

D'altra parte la scelta del fotoresist positive e dettata dalla prima e * 
dalla seconda ragione gia illustrate, e lo strato di fotoresist positive e 
normalmente applicato alio state liquido: questo favorisce Tirregolarit^ 
della deposizione in corrispondenza delle incision!. 

Esiste inoltre un secondo problema tecnico: in alcuni subassembly, 
come ad esempio quelli appartenenti alia tecnologia moems, § 
necessario produrre delle incisioni 12 sulla stessa faccia che contiene 
altri film. Se rincisione viene eseguita dopo aver depositato i film, e . 



necessario proteggere questi ultimi nella fase di attacco del silicio, 
assai aggressiva poiche utilizza KOH o TMAH per diverse ore alia 
temperatura di circa 80 X, come e noto agli esperti nell'arte. 

E perclo vantaggioso eseguire le incisloni del silicio aH'inlzio del 
processo, ad esempio attraverso un processo noto con maschera di 
SiOa, e depositare e definire i film in un secondo tempo, ed in tal modo 
si ripresenta il prime dei problemi enunciati. 

Sommario dell'invenzione - Scopo della presente invenzione e 
quelle di depositare selettivamente uno strato su una piastrina che 
presenta una superficie accidentata, in particolare a causa di incisioni, 
secondo una geometria predefinita. 

Un aitro scopo e quelle di depositare selettivamente i componenti 
di una lega saldante a strati alterni. 

Un ulteriore scopo e quelle di mantenere le incisioni sgombre e 
pullte durante I'intero processo di laverazione della piastrina. 

Un ulteriore scopo 6 quello di depositare uno strato di fetoresist 
positive su una piastrina che presenta una superi^icie accidentata, in 
particolare a.causa di incisioni, in uno strato di spessore uniferme. 

I suddetti scopi sono ettenuti per mezzo di un metodo per ricoprire 
selettivamente una superficie microlavorata, caratterizzato come 
definite nelle rivendicazioni principali. 

Questi ed altri scopi, caratteristiche e vantaggi dell'invenzione 
risulteranno evidenti sulla base della seguente descrizione di una sua 
fonna preferita di realizzazione. fatta a titole esemplificativo e nen 
limitativo, con riferimento agli annessi disegni in cui: 
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fig. 1 - rappresenta una vista assonometrica dl un dispositive 
optoelettronico; 

fig. 2 - lllustra ii flusso dl una parte del processo di fabbricazione del 

dispositive optoelettronico di figura 1, secondo I'arte nota; 
fig. 3 - rappresenta un wafer di nnateriale semlconduttore, che 

contiene delle piastrine non ancora separate; 
fig. 4- rappresenta una vista in sezione di una piastrina priva di 

incisioni, recante uno strato di lift off resist ed uno di 

fotoresist positive; 
fig. 5 - rappresenta I'esposizione dello strato di fotoresist positivo 

sulla piastrina; 

fig. 6 - rappresenta lo svlluppo dello stesso strato di fotoresist; 

fig. 7- rappresenta lo svlluppo dello strato di fotoresist nella 

tecnologia monolayer; 
fig. 8 - rappresenta uno strato depositato sullo strato dl fotoresist e 

nelle cavitS; 

fig. 9 - rappresenta il lift .ofl' dello strato di fotoresist; 

fig. 10 - rappresenta il subassembly al temnine del processo descritto; 

fig. 11 - rappresenta una vista in sezione di una piastrina dotata di 

un'incisione, e recante uno strato di lift off resist ed uno strato 

dl fotoresist positive, secondo I'arte nota; 
fig. 12 - illustra il flusso del processo di fabbricazione del dispositive 

optoelettronico con Incisioni, secondo I'lnvenzione. 
fig. 13- rappresenta un wafer dl ma teriale semlconduttore, che 

contiene delle piastrine con incisioni; 
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fig. 14- rappresenta una vista in sezione di una piastrina con 

un'incisione, e recante un film di fotoresist negative; 
fig. 15 - rappresenta I'esposizione del film di fotoresist negativo; 
fig. 16 - rappresenta lo sviluppo del film di fotoresist negativo; 
fig. 17- rappresenta la stesura degli strati di lift off resist e di 

fotoresist positivo; 
fig. 18 - rappresenta I'esposizione dello strato di fotoresist positivo; 
fig. 19 - rappresenta lo sviluppo dello stesso strato di fotoresist; 
fig. 20 - rappresenta lo sviluppo dello strato di fotoresist nella 

tecnologia monolayer; 
fig. 21 - rappresenta uno strato depositato sullo strato di fotoresist e 

nelle cavity ; 

fig. 22 - rappresenta 11 lift off dello strato di fotoresist; 
fig. 23 - rappresenta il subassembly al termine del processo descritto, 
secondo Tlnvenzione. 

DESCRIZIONE DELIA FORMA PREFERITA 
Viene ora descritto il processo di fabbricazione del dispositive 
optoelettronico secondo la presente invenzione, con riferimento al 
diagramma di fiusso di figura 12, limitatamente ai passi necessari alia 
comprensione dell'invenzione stessa. 

In un passo 170 e reso disponibile un wafer 66' contenente delle 
piastrine 55 (figura 13) che presentano delle incisioni 12, come 
illustrate nella porzione ingrandita della stessa figura 13. Nella 
descrizione si assume, a titolo di esempie nen limitative, che la 
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piastrina 55 sia di silicio, ma la stessa piastrina pud essere composta 
da altri rnateriali, come ad esempio vetro, ceramica o altri materiali 
isolanti, oppure da GaAs o altri materiali semiconduttori, oppure da 
. metalli. 

In un passo 140 si esegue una stesura di un film 30 dl fotoresist 
negativo sulla piastrina 55, come si vede in sezione nelia figura 14. li 
film 30 ha uno spessore compreso ad esempio tra 5 e 30 )xm, ed d 
sufficientemente rigido per ricoprire I'incisione 12 senza adagiarvisi. 
L'incisione 12 viene in tal modo protetta, e contemporaneamente 
rimane pulita polche non ha aicun contatto con il fotoresist. La 
superflcie superiore del film 30 6 indicata con il numero 35. 

II fotoresist § definite "negativo" se, a partire da uno state solubile 
in un suo solvente di sviluppo, esse polimerizza per effetto di una 
radiazione, ad esempio ultravioletta, diventando insolubile. 

In un passo 141. (figura 15), viene effettuata i'esposizione del film 
30 di fotoresist negativo alia radiazione ultravioletta UV per mezzo di 
una prima maschera 31 dotata di una finestra 32: La finestra 32 si 
estende sopra Tincisione 12 e sopra un margine Intorno ad essa, largo 
ad esempio qualche decina di jam. II fotoresist, essendo negativo, 
polimerizza in una zona 27 corrispondente alia finestra 32, e perci6 
colpita dalla radiazione UV, mentre rimane depolimerizzato nelle zone 
tenute in ombra dalle porzioni opache della maschera 31. 

In un successive passo 142, viene effettuato lo sviluppo del film 30 
di fotoresist negativo secondo tecniche note le quail, per mezzo di un 
solvente, asportano il film solamente nelle zone rimaste 



depolimerizzate (figura 16): in corrispondenza della zona . 27 rimane 
cosi una copertura 33, deiimitata da fianchi 34. che ricopre I'incisione 
12. A causa di fenomeni di diffrazione e di riflessione detia radiazione 
UV, la polimerizzazione del film 30 si estende, paralleiamente al piano 
x-y. in misura maggiore in vicinanza della faccia 11 della piastrina, ed 
in misura minore in vicinanza della superficie 35 del film: i fianchi 34 
non risuKano percid paralleli all'asse z, ma presentano una spoglia y, 
negativa secondo la convenzione di segno indicata in figura 16. 

In un passo 171, analogo al passo 71 gi^ descritto per I'arte nota. 
sulle piastrine 55 viene steso uno strato 161 di lift off resist, ad 
esempio della serie LOR® della Micro-Chem, avente ad esempio uno 
spessore compreso tra 0,5 e 6 |4.m, come indicate in sezione nelia f-st. 



figura 17. II lift off resist viene applicato solitamente alio stato fiuido, 
per mezzo ad esempio del processo noto di spinner coating. 

La spoglia y della copertura 33 favorisce una migliore stesura del 
lift off resist, ed una sua migliore planarizzazione. 

In un passo 172. analogo al passo 72 gi^ descritto per I'arte nota, 
sul lift off resist 161 viene steso uno strato 160 di fotoresist positive 
convenzionale, avente ad esempio uno spessore compreso tra 0,5 e 
20 \xm, come indicato nella stessa figura 17. Anche il fotoresist positive 
viene applicato solitamente alio stato fiuido, per mezzo ad esempio 
dello spinner coating. 

Si indica con il numero 114 la superficie superiore dello strato 160 
di fotoresist, sostanzialmente parallela alia faccia 1 1 ed al piano x-y. 



eg 
CD 
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Con questo metodo. grazie alia presenza delta copertura 33, la 
superficie superiore 114 risulta piCi regolare rispetto alia superficie 14 
dell'arte nota, e permette percid di realizzare delie cavita aventi 
dimensioni controllate, anche In vicinanza delle incisioni. 

In un passo 174, anaiogo al passo 74 gia descritto per I'arte nota, 
viene effettuata I'esposizione del fotoresist positivo alia radiazione 
ultravioletta UV per mezzo della maschera 13 dotata delle finestre 122 
(figura 18). II fotoresist, essendo positivo, depolimerizza nelie zone 26 
corrispondenti alle finestre 122. e percid colpite daila radiazione UV, 
mentre rimane insolubile nelle zone tenute in ombra dalle aree opache 
della maschera. 

In un successivo passo 175, anaiogo al passo 75 gia descritto per 
I'arte nota (figura 19), viene sviluppato lo strato di fotoresist 160 
secondo tecniche note le quali, per mezzo di un solvente, asportano il 
fotoresist solamente nelle zone 26 depolimerizzate dalla radiazione 
ultravioletta UV attraverso le finestre 122: vengono cosl ricavate le 
cavita 64 delimitate dai bordi 25. 

Lo stesso solvente attacca il lift off resist 161 sottostante in misura 
maggiore rispetto al fotoresist 160, producendo cosl le sottoincisioni 
22. 

Anche in questo caso esiste la prima alternativa monolayer, 
illustrata In figura 20, secondo la quale si realizza solamente lo strato 
monolayer di fotoresist 160. Le cavity 64' sono in tal caso delimitate 
dalle pareti 15 le quali. a causa del fenomeni di diffrazione e di 
riflessione della radiazione UV gid menzionati, presentano un 
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sottosquadro p, positive secondo la cohvenzione di segno indicata in 
figura 20. 

Esiste anche.la seconda alternativa monolayer, illustrata ancora 
con Tausilio di figura 20, secondo la quale viene realizzato solamente 
lo strata di fotoresist 160, il quale viene poi trattato con un modiflcatore 
di superficie, ad esempio toluene, ciie rende la superficie superiore 
114 piD resistente al solvente: in seguito alio sviluppo si producono 
cosi, nello.stesso fotoresist 160, delle pareti 15 con sottoincisione o 
con un sottosquadro p positive piu accentuate. 

In un passo 176, illustrate con Tausilio di figura 21 ed analogo al 
passe 76 gia descritto per Tarte nota, viene effettuato il deposite sotto 
vuoto, ad esempio di un metallo, sulla superficie 114, dove questa e 
rimasta intatta, e della faccia 11 dove questa § stata sceperta per 
effetto delle sviluppo descritto al passo 175. II deposite viene 
effettuato, ad esempio, per mezzo di un processe di sputtering e di 
electron beam, entrambi neti, il cui risultate e un subassembly 24, 
comprendente un prime strato depositato (52, 54) che assume la 
geometria delle cavita 64 e risulta costituire i pad 52 e le piazzele 54, 
ed un ulteriere strato depositato 116 aderente alia superficie 114, Nen 
si depesita invece alcuno strato sulle sottoiiicisieni 22. 

Anche adettande la tecnelogia monolayer, nen si depesita alcuno 
strato sulle pareti 15, grazie al sottosquadro positive p ed alle eventual! 
setteincisieni. 
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Gli strati depositati 52, 54 e 116 possono essere metallici, oppure 
costituiti da materiali non metallici, come ad esempio ossldi, nitruri, 
carburi e simili. 

Se gli strati depositati 52, 54 e 116 sono costituiti da metalli, questi 
possono essere, ad esempio, titanio, oro o platino, non reattivi, per 
realizzare i pad 52 o le piazzoie 54, oppure una lega oro/stagno 80/20 
per realizzare saldature. Solitamente queste leghe vengono 
depositate, secbndo la tecnologia nota, a strati alterni del metalli 
component!: i vari strati vengono realizzati con rapport! tra gli spessori 
atti a realizzare la giusta composizione della lega, solitamente 
eutettica, e possono assumere uno spessore complessivo, ad 
esempio, fino a 5 |im. 

In un passo 177, analogo a! passo 77 gia descritto per Tarte nota 
ed illustrate con I'ausilio di figura 22, vengono asportati lo strato 160 di 
fotoresist positive e lo strato 161 di lift off resist per mezzo del 
processo d! lift off. II subassembly 24 viene Immerso in un solvente 36, 
ad esempio acetone o meglio Remover PG della Micro-Chem, il quale, 
attraverso i bordi 25 e le sottoincisioni 22, liberi dallo strato depositato, 
penetra attraverso gli strati 160 e 161, e li scioglie procedendo nelle 
direzioni indicate dalle frecce 21, eliminandoli completamente e 
liberando Tulteriore strato depositato 116, che viene allontanato. 
L'operazione e facilitata da un'azione meccanica come, ad esempio, 
un lavaggio ad ultrasuoni. 
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Nel caso si adotti la tecnologia monolayer, questo passo 177 viene 
effettuato in maniera analoga, poichS 11 solvents pu6 penetrare 
attraverso le pareti 15, altrettanto libere dallo strato depositato. 

In un passo 143 viene asportata la copertura 33 di fotoresist 
negative per mezzo, ad esempio, di una operazione al plasma, nota. 

Al termine del passo 143 il subassembly 24 risulta finite come in 
figura 23, dove e visibile la piastrina 55, rincislone 12, un pad 52 ed 
una piazzola 54. 
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RIVENDICAZIONI 

1 . Metodo per ricoprire selettivamente una superficie microlavorata 
su una piastrina (55) comprendente una faccia superiore (11) nelia 
quale e ricavata almeno un'incisione (12), caratterizzato dal fatto che 
comprende le fasi di: 

- (140) stendere un film (30) d,i fotoresist negative su detta faccia 
superiore (11), detto film (30) ricoprendo detta almeno un'incisione 
(12): 

- (141) esporre detto film (30) di fotoresist negative ad una 
radiazione uitravioletta (UV), per mezzo di una prima maschera 
(31) su una zona (27) che ricopre detta almeno un'incisione (12), in 
modo che detto film (30) polimerizzi in corrispondenza di detta 
zona (27); 

- (142) asportare la porzione non polimerizzata di detto film (30) di 
fotoresist negative, in modo tale che, in corrispondenza di detta 
zona (27), rimanga una copertura (33) sopra detta almeno 
un'incisione (12); 

- (171) stendere uno strato (161) di lift off resist su detta faccia 
superiore (1 1) di detta piastrina (55) e su detta copertura (33); 

- (172) stendere uno strato (160) di fotoresist positive su detto strato 
(161) di lift off resist. 

2. Metodo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dai fatto 
che comprende inoltre le fasi di: 

- (174) espon-e detto strato (160) di fotoresist positive ad una 
radiazione uitravioletta (UV), per mezzo di una maschera (13) che 
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comprende almeno una finestra (122), in modo che detto strata 
(160) depolimerizzi in corrispondenza di detta finestra (122); 

- (175) asportare la porzione depolimerizzata di detto strato (160) di 
fotoresist positive, in modo tale che si ricavi almeno una cavit^i 
(64). 

3. Metodo secondo la rivendicaziohe 2, caratterizzato dal fatto 

che detta almeno una cavlta (64) comprende dei bordi (24) e delle 
sottoincisioni (22). detto strato (160) di fotoresist positivo 
comprendendo una superficie superiore (114), detto metodo 
comprendendo inoltre le fasi di: 

- (176) applicare un prime strato depositato (52, 54) su detta faccia 
superiore (11) ed un ulteriore strato depositato (116) su detta 
superficie superiore (1 14); 

- . (177) asportare detto strato (160) di fotoresist positivo e detto 

strato (161) di lift off resist per mezzo di un solvente che agisce 
attraverso detti bordi (24) e dette sottoincisioni (22), ed allontanare 
detto ulteriore strato depositato (1 16);. 

- (143) asportare detto film (30) di fotoresist negative. 

4- Metodo secondo la rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto 
che detto prime strato depositato (52, 54) e detto ulteriore strato 
depositato (116) sone metallici. 

5. Metodo secondo la rivendicazione 4, caratterizzato dal fatto 

che detto prime strato depositato (52, 54) e dette ulteriore strato 
depositato (116) cemprendono almeno uno strato di or e o di titanio o di 
platino. 
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6. Metodo secondo la rivendicazione ,4, caratterizzato dal fatto 
che detto primo strata depositato (52, 54) e detto ulteriore strata 
depositato (116) comprendono almeno uno strato di lega oro / stagno. 

7. Metodo secondo la rivendicazione 3, caratterizzato dai fatto 
Che detto strato depositato (116) e detto strato depositato (52, 54) 
comprendono materiall non metallicL 

8. Metodo secondo la rivendicazione 7. caratterizzato dal fatto 
che detti materiali non metallici comprendono un ossido. 

9. Metodo secondo la rivendicazione 7, caratterizzato dai fatto 
che detti materiali non metallici comprendono un carburo. 



10- Metodo secondo la rivendicazione 7, caratterizzato dal fatto 

che detti materiali non metallici comprendono un nitruro. 

11- Metodo per ricoprire selettivamente una superficie microlavorata 




su una piastrina (55) comprendente una faccia superiore (11) nella 
quale e ricavata almeno un'incisione (12). caratterizzato dai fatto che 
comprende le fasi di: 

- (140) stendere un film (30) di fotoresist negative su detta faccia 
superiore (11), detto film (30) ricoprendo detta almeno un'incisione 
(12); 

- (141) esporre detto film (30) di fotoresist negative ad una 
radiazione ultravioletta (UV), per mezzo di una prima maschera 
(31) su una zona (27) che ricopre detta almeno un'incisione (12), in 
mode che detto film (30) polimerizzi in corrispondenza di detta 
zona (27); 



- (142) asportare la porzione non polimerizzata di detto film (30) di ; 
fotoresist negative, in modo tale che, in corrispondenza di detta 
zona (27), rimanga una copertura (33) sopra detta almeno 
un'incisione (12); 

(172) stendere uno strato (160) di fotoresist positivo su detta faccia 
superiore (11) di detta piastrina (55) e su detta copertura (33). 

12. Metodo secondo la rivendicazione 11, caratteri2:zato dai fatto 
che comprende inoltre le fasi di: 

- (174) esporre detto strato (160) di fotoresist positivo ad una 
radiazione ultravioletta (UV). per mezzo di una maschera (13) che 
comprende almeno una finestra (122), in modo che detto strato 
(160) depolimerizzi in corrispondenza di detta finestra (122); 

(175) asportare la porzione depolimerizzata di detto strato (160) di 
fotoresist positivo, in modo tale che si ricavi almeno una cavita 
(64'). 

13. Metodo secondo la rivendicazione 12, caratterizzato dal fatto 
che detta almeno una cavita (64*) comprende delle pareti (15), detto 
strato (160) di fotoresist positivo comprendendo una superficie 
superiore (114), detto metodo comprendendo inoltre le fasi di: 

(176) applicare un prime strato depositato (52, 54) su detta faccia 
superiore (11) ed un ulteriore strato depositato (116) su detta 
superficie superiore (1 14); 

(177) asportare detto strato (160) di fotoresist positivo per mezzo di 
un solvente che agisce attraverso dette pareti (15), ed allontanare 



detto ulteriore strato depositato (116); 
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- (143) asportare detto film (30) di fotoresist negative. 

14. Metodo secondo la rivendicazidne 13.. caratterizzato dal fatto. 

che detto primo strato depositato (52, 54) e detto ulteriore strata 



15. Metodo secondo la rivendicazione 14, caratterizzato dal fatto 
che detto primo strato depositato (52, 54) e detto ulteriore strato 
depositato (116) comprendono almeno uno strato di oro o di titanio o di 
platino. 

16. Metodo secondo la rivendicazione 14, caratterizzato dal fatto 
che detto primo strato depositato . (52. 54) e detto ulteriore strato 
depositato (116) comprendono almeno uno strato di lega oro / stagno. 

17. Metodo secondo la rivendicazione 13, caratterizzato dal fatto 
che detto strato depositato (116) e detto strato depositato (52, 54) 
comprendono materiali non metallici, 

18. Metodo secondo la rivendicazione 17, caratterizzato dal fatto 
che detti materiali non metallici comprendono un ossido. 

19. Metodo secondo la rivendicazione 17, caratterizzato dal. fatto 
che detti materiali non metallici comprendono un carburo. 

20- Metodo secondo la rivendicazione 17; caratterizzato dal fatto 
che detti materiali non metallici comprendono un nitruro. 
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Disponibilit^ di un wafer 
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